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【はじめに】我々は、UHV 高周波マグネトロン

スパッタリング法により、Al2O3基板上に ZnO 単

結晶層の成長を行っている。これまで、c面 Al2O3

基板上への成長に関して検討を行い、基板温度

900 ℃で成長した ZnO 層においては、(0002)面に

おける XRC FWHM 値が 100 arcsec以下のものが

得られている。今回は、Al2O3基板上に成長した

ZnO 層の大気アニール処理を行ったので、その

結晶性や表面形態、光学的特性について報告する。 

 

【実験方法】ZnO 層の成長には、UHV 高周波マ

グネトロンスパッタリング装置を用いた。反応ガ

スには Ar ガス(6-N)を、ターゲットには ZnO 焼

結体(5-N)を使用し、投入電力を 100 W、成長圧力

を 15 mTorr 一定として成長を行った。成長した

ZnO 層は、大気中でアニール処理を行った。ZnO

層は、XRDにより結晶性を、AFMにより表面形

態を評価した。また、室温における PL特性につ

いても調べた。 

 

【実験結果】図 1 に、a面 Al2O3基板上に成長し

た ZnO 層(as-grown)と、それを 1000 ℃でアニー

ル処理した場合の(0002)面におけるXRCを示す。

アニール処理により、FWHM 値が減少している

ことが解る。また、図 2(a)および(b)に、アニール

処理前後における ZnO 層の表面 AFM 像をそれ

ぞれ示す。as-grownでは粒子状の構造が見られる

が、アニール処理を行うことで、粒子状の構造は

見られなくなる一方、六角形状のピットが現れて

いるのが解る。また、PL 特性においては、アニ

ール処理によりバンド端近傍の発光強度が as-

grownの 2倍以上になることが解った。尚、その

他の結果については当日報告する予定である。 

 

図 1 ZnO層の(0002)面における XRC 
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(a) as-grown 

 

(b) annealed 

図 2 ZnO層の表面 AFM 像 
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